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我国半导体科学领域基础研究迈入新阶段

!!!国家自然科学基金半导体学科V‘‘Z年申请概况分析
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摘要!V‘‘Z年国家自然科学基金委员会半导体学科受理的面上项目申请数终于有了突破!文中介绍了V‘‘Z年半

导体学科基金申请与资助概况!分析半导体学科受理申请的近期动态!介绍学科拟采取的对策!并附V‘‘Z年半导

体学科批准资助的面上项目及重点项目!供广大科研人员参考b

关键词!自然科学基金$半导体

!!V‘‘Z年度半导体学科共收到面上项目申请Y‘]
项"其中%自由申请VZV项!青年基金KA项!地区基
金V项#!较V‘‘Y年有大幅度增加!创下了半导体学
科有史以来面上项目申请数的最高记录b半导体学
科面上项目申请数继AWW[年达到创记录的V]A项
后!AWWW年和V‘‘‘年分别回落到VVV项和AW[项!

V‘‘A年才止住下降的趋势而稳定于V‘‘项bV‘‘V年
出现了恢复性增长的可喜现象!并超过AWW[年的

V]A项达到了VKZ项bV‘‘Y年稳定在了V]]项!V‘‘Z
年又一跃升为Y‘]项!终于确定了近期逐年稳定增
长的趋势b在各主要分支领域中!半导体材料 K̂项
"V‘‘Y年 V̂项#!微电子学[̂ 项"V‘‘Y年[A项#!半
导体光电子学 Ẑ项"V‘‘Y年]A项#!半导体其他器
件YY项"V‘‘Y年VW项#!半导体物理Y]项"V‘‘Y年

VV项#b半导体材料&微电子与半导体其他器件分支
领域项目数小有增长!基本稳定!半导体光电子学与
半导体物理增幅较大!由于半导体其他器件与半导
体物理分支领域项目数近K年一直处在下滑趋势!
基数已很小!因此数量尚明显不足b经过评审!最终
各分支领域获资助情况如下%半导体材料AV项
"V‘‘Y年Â 项#!微电子学AZ项"V‘‘Y年AV项#!半
导体光电子学A]项"V‘‘Y年A‘项#!半导体其他器
件[项"V‘‘Y年A‘项#!半导体物理AA项"V‘‘Y年

]项#b可以看出!半导体其他器件与半导体物理资
助率相对较高!主要原因是这两个分支领域近年申
请项目数偏少!学科采取了一些宣传措施!对这两个

分支领域给予了适当倾斜b
近年来!物理&化学&材料和信息科学与技术的

发展!推动了半导体学科的迅猛发展b半导体学科与
其他学科领域的交叉渗透日趋广泛深入!形成了许
多新的交叉领域b半导体低维结构物理与材料&量子
信息技术&自旋电子学&纳电子学&微纳机电系统&现
代红外物理与技术等均为当前国际前沿研究热点!
并为信息科学的发展提供了重要的基础!在信息&空
间&能源&材料&生物&医学&环境&先进制造&计量以
及国家安全等领域有着广阔的应用前景!已成为现
代科学技术的重要组成部分b这些领域的研究进步&
学科间的交叉融合将为信息科学的持续发展提供生

机勃勃的源动力b
同时!半导体科学技术的发展对我国信息&材料

等领域的发展起到了积极的推动作用!有些已形成
了较大的产业b目前!国际集成电路工艺水平已达

K]&D!已经属于纳米科学范畴b微电子学&纳电子
学&光电子学&自旋电子学和量子信息学等已日趋相
互交混!相关新现象&新材料&新器件的探索不断取
得成果!光子集成和光电子集成技术也不断发展b这
些研究的不断深入&彼此之间的交叉融合!将是今后
几年的发展趋势!整个学科正面临寻求新的突破方
向!处于一个发展的关键阶段b从目前学科发展和社
会需求来看!我国在这方面的基础研究与应用基础
研究都需要大大加强!以提高在此领域的整体创新
水平和可持续发展能力b
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虽然V‘‘Z年半导体学科面上项目申请数有所
突破!较V‘‘Y年同比增长近V‘k!但相比国家自然
科学基金委员会整体近VVk和信息科学部Y]k以
上的增长率而言!实际份额在下降b近几年来国家自
然科学基金委员会的面上项目申请数保持了稳步增

长的势头!尤其是信息科学部增长势头更猛!而其中
半导体学科还经历了AWW[年至V‘‘A年的回落b表

A列出了近年来国家自然科学基金委员会"信息科
学部和半导体学科的面上项目申请数情况b
可以看到!半导体学科的面上项目申请数增长

情况相对明显不足b究其原因!主要是半导体学科领
域的研究对各方面条件#尤其是硬件条件$要求较
高!投入较大!国内有相应条件的研究单位不多!研
究队伍难以快速扩大所致!且易受产业波动的影响b

如AWW[年至V‘‘A年我国微电子产业快速发展!造
成研究队伍分流!该分支领域申请项目数逐年下降!
到V‘‘V年才恢复b这种情况导致了半导体学科面上
项目资助金额在信息科学部乃至基金会的份额逐年

下降b表V列出了近年来国家自然科学基金委员会"
信息科学部和半导体学科的面上项目资助金额的情

况b

!表A!近年来国家自然科学基金委员会"信息科学部和半导体学
科的面上项目申请数 项

AWW[年AWWW年V‘‘‘年V‘‘A年V‘‘V年V‘‘Y年V‘‘Z年

基金会 AWYAZ VA]‘] VÂ‘‘ VYKY] V̂]W‘ YÂW‘ YWKKA
信息科学部 AK]̂ AW]V V‘]K V‘̂A VZKY Y‘ZA ZAAZ
半导体学科 V]A VVV AW[ V‘‘ VKZ V]] Y‘]

表V!近年来国家自然科学基金委员会"信息科学部和半导体学科的面上项目资助金额以及半导体学科所占比例情况

年度 基金会%万元 信息科学部%万元 半导体学科%万元 学部%基金会 半导体%基金会 半导体%科学部

AWWY AW‘W‘ AWWY V̂Z A‘bZk AbZZk AYb̂k
AWWZ VYVWY VZYA YZY A‘bZk AbẐ k AZbAk
AWW] V[WYA Y‘V‘ Z‘̂ A‘bZk AbZAk AYb]k
AWWK YŶVV YZZ[ ZW‘ A‘bVk AbZ]k AZbVk
AWŴ YW]‘V YŴZ ][‘ A‘bAk AbẐ k AZbKk
AWW[ ZY[K̂ ZZ[W ‘̂Z A‘bVk AbK‘k A]b̂k
AWWW ẐÂ] ZK[Z ][V WbWk AbVYk AVbZk
V‘‘‘ KYYZ[ KAA‘ KŶ WbKk Ab‘Ak A‘bZk
V‘‘A Ŵ̂KV ^̂KY ẐW Wb̂k ‘bWZk WbKk
V‘‘V AA]KYA AAV]] AVVK Wb̂k Ab‘Kk A‘bWk
V‘‘Y AYVV‘Y AY‘AW AAYV Wb[k ‘b[Kk [b̂k
V‘‘Z AK]‘‘‘ A]ZAA AVZY WbYk ‘b̂]k [bAk

!!从表中可以明显看出半导体学科面上项目资助
金额所占比例的下降趋势!这与国家对该领域逐年
加大支持以及该领域相关产业的蓬勃发展形成了明

显的反差!长此下去将不利于本领域的可持续发展!
进而影响国家大规模投入的回报!必须引起我们足
够的重视和警惕b针对这种情况!学科努力争取重大
研究计划"跨科学部交叉重大项目和重点项目立项!
重视开展国际合作研究!拓展学科资源b同时积极组
织相关领域专家!大力开展学科发展趋势调研!希望
广大科研人员能多提好的建议b
我们最近几年将会特别鼓励以下一些领域的研

究&芯片系统#6-H$的集成方法学"芯片系统的综合
验证与测试理论"小尺寸 4F6器件科学问题"适用
于芯片系统的新材料及新器件探索"新型封装技术
与6$P"传感器和集成微传感系统"半导体微纳机电
系统")>%微波微纳机电器件与系统"微纳光机电器

件与系统"芯片微全分析系统"生物芯片与生物检测
技术"纳米结构半导体材料与纳电子技术"光子与光
电子信息材料与器件"先进微电子技术相关材料与
器件"宽带隙半导体材料器件与电路"光子晶体材料
与器件"全固态照明关键科学问题"高效廉价光伏材
料与器件"光子集成与光电集成!以及面向大规模集
成化生产的新兴电子学技术!如自旋电子学"有机分
子电子学"薄膜电子学"塑料电子学"印刷电子学等
等b同时也欢迎任何其他相关领域具有创新性的项
目申请!不论是思想创新还是方法创新"学术创新还
是技术创新!也不论是基础性较强还是应用性较强b
目前学科正处于发展中的关键阶段!急需各种创新
性的探索!希望广大科研人员#既包括申请人!也包
括评议人$对此给予充分重视b特别欢迎符合条件的
青年科技人才申请青年科学基金b学科也会注意增
加评议人队伍中活跃在科研一线的青年人的比例b

KAV



第A期 何!杰等!!我国半导体科学领域基础研究迈入新阶段

根据鼓励源头创新"为科技工作者创造宽松环
境的原则"学科将继续努力确保评审过程中的公平#
公正"使真正具有创新性的项目得到支持"注重基础
研究与应用研究的紧密结合"鼓励新兴分支学科领
域研究"鼓励跨学科#跨学部的交叉研究#鼓励有实
质性国际合作的研究b继续加大力度"在资助率和资
助强度两方面向青年基金倾斜"以鼓励符合条件的
一线青年科研人员申请青年基金"继续对具有重要
应用前景的优秀项目予以倾斜资助"促进其为国家
安全和国民经济发展作贡献b
希望相关领域的广大科技工作者勇于探索"提

出更多#更好#更具创新性的项目和建议"共同为我
国半导体事业的发展贡献才智和力量b根据研究发
展动态和总体布局"在广泛征求专家意见的基础上"
经过评审"我们在V‘‘]年受理下列领域的重点项目
申请!

$A%半导体光电子器件高频特性的基础研究!
A]‘万
半导体光电子器件中高频调制信号与光相互作

用的机理研究"器件高频特性的无损伤测试"小信号
和大信号测试方法的关键技术研究"与提高器件高
频特性有关的器件结构优化设计和封装技术基础研

究$本项目与数理科学部交叉"由信息科学部信息科
学四处受理"申请代码!>‘Z%b

$V%宽带单片FNGH的关键技术及相关理论研
究V‘‘万
本项目不限具体内容"申请人可自由定夺$申请

代码!>‘Z%b
表Y是V‘‘Z年半导体学科批准资助的重点项

目"表Z是获资助的面上项目"供广大科研人员参
考b其中部分项目为一年期小额探索项目"部分项目
由科学部主任基金经费支持b

表Y!半导体学科V‘‘Z年批准资助重点项目一览

批准号 申请人 项目名称 申请单位 金额&万元

K‘ZYK‘A‘ 高!洁 行波电场作用下半导体低维纳米结构中的量子输运 四川大学 V‘‘
K‘ẐK‘V‘ 王明华 基于化合物半导体材料高速光开关的研究 浙江大学 A[‘
K‘ẐK‘Y‘ 李肇基 单片功率系统集成$P6-H%的基础理论和技术研究 电子科技大学 A[‘

表Z!半导体学科V‘‘Z年批准资助面上项目一览

批准号 申请人 项目名称 申请单位 学科分支

K‘ẐK‘YA 陆!卫 B’O#&O*B’O#量子阱热红外上转换焦平面材料研究 中国科学院上海技术物理研究所 >‘Z‘A
K‘ẐK‘‘A 张伟风 纳米管氧化钛的嵌锂特性及其在锂离子电池中的应用研究 河南大学 >‘Z‘A
K‘ẐK‘‘V 曲胜春 有序#可控纳米图形化衬底制备与生长研究 中国科学院半导体研究所 >‘Z‘A
K‘ẐK‘‘Y 刘技文 一维纳米6$H材料制备及场致电子发射性质研究 天津理工学院 >‘Z‘A
K‘ẐK‘‘Z 郁!可 基于硅衬底的低温定向生长;&F纳米线阵列及其场发射研究 华东师范大学 >‘Z‘A
K‘ẐK‘‘] 张希清 锌铅钡氧化物等薄膜及其量子阱的 4?N生长和特性研究 北京交通大学 >‘Z‘A
K‘Z‘K‘‘A 王明湘 金属诱导低温多晶硅薄膜晶体管器件退化模型和机制研究 苏州大学 >‘Z‘A

K‘ẐK‘‘K 林成鲁 6$B"CFG新材料的研究
中国科学院上海微系统与信息技

术研究所
>‘Z‘A

K‘ẐK‘‘̂ 张义门 异质结源漏KJC6$H3沟 4F6>N/的研究 西安电子科技大学 >‘Z‘A
K‘Z‘K‘‘V 陈敦军 O*B’3&B’3宽禁带半导体异质结构高温性质研究 南京大学 >‘Z‘A
K‘ẐK‘‘[ 秦福文 B’3基稀磁半导体量子点的自组织生长与特性 大连理工大学 >‘Z‘A
K‘ẐK‘‘W 朱洪亮 4FQPN长波长G&O#&B’O#量子点及其激光器件的研究 中国科学院半导体研究所 >‘Z‘A
K‘ẐK‘AK 邢廷文 基于光操纵原子制作复杂纳米图形的原理研究 中国科学院光电技术研究所 >‘Z‘V
K‘ẐK‘A‘ 屈新萍 原子层淀积新型H0互连扩散阻挡层研究 复旦大学 >‘Z‘V
K‘ẐK‘AA 胡一帆 多孔低介电常数薄膜制备及其表面等离子增强保护和热机械性能研究 华中科技大学 >‘Z‘V
K‘Z‘K‘‘Y 肖!夏 表面波方法研究集成电路互连布线的纳米多孔介质硬度特性 天津大学 >‘Z‘V
K‘ẐK‘AV 黄风义 基于‘dAY)DH4F6工艺的射频6FH电路设计和信号完整性研究 东南大学 >‘Z‘V
K‘ẐK‘AY 周朝显 可重构系统 中国科学院微电子研究所 >‘Z‘V
K‘ẐK‘AZ 蔡懿慈 面向6FH低功耗物理设计的方法研究 清华大学 >‘Z‘V
K‘ẐK‘A] 李树国 大数模幂乘算法研究及其Q:6G实现 清华大学 >‘Z‘V
K‘ẐK‘ZK 杨银堂 基于6FH的嵌入式混合信号集成电路GP核及高层次模型研究 西安电子科技大学 >‘Z‘V
K‘Z‘K‘‘Z 王金延 基于空间重构算法的微尺度器件参数提取 北京大学 >‘Z‘V
K‘ẐK‘Â 许!军 下一代超高速应变硅 4F6器件与集成电路基础研究 清华大学 >‘Z‘V
K‘ẐK‘A[ 张海波 集成电路深层信息带电衬度检测的机理研究 西安交通大学 >‘Z‘V

ÂV
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续表

批准号 申请人 项目名称 申请单位 学科分支

K‘ẐK‘AW 秦!明 单片集成 4N46风速计和气压计的优化理论和封装技术研究 东南大学 >‘Z‘V
K‘ZZZ‘‘Z 王高峰 集成电路宏模型提取的高效模型降阶技术 武汉大学 >‘Z‘V

K‘ẐK‘V‘ 许!东
几种可用于光电子器件的配合物型导体!半导体材料及其波导性能的
研究

山东大学 >‘Z‘Y

K‘ẐK‘VA 张书明 O*B’3"B’3超晶格材料生长及其子带间跃迁机理研究 中国科学院半导体研究所 >‘Z‘Y
K‘ẐK‘VV 陈!朝 P型B’3欧姆接触新方法和新机理的探索 厦门大学 >‘Z‘Y
K‘ẐK‘VY 秦国刚 硅"有机化合物杂化电致发光 北京大学 >‘Z‘Y
K‘ẐK‘VZ 司玉娟 基于多晶硅/>/的有源F:N!显示屏驱动电路关键技术的研究 吉林大学 >‘Z‘Y
K‘Z‘K‘‘] 李!丹 量子点和有机材料集成的复合结构发光二极管 北京交通大学 >‘Z‘Y
K‘Z‘K‘‘K 杨盛谊 用有机"无机异质结提高%C-族发光性能的研究 北京交通大学 >‘Z‘Y
K‘Z‘K‘‘̂ 陈志忠 氧等离子体对&C/族氮化物的光学!电学性质影响的研究 北京大学 >‘Z‘Y
K‘ẐK‘V] 陈国鹰 Ad]])D高速调制半导体激光器设计理论及制作技术研究 河北工业大学 >‘Z‘Y
K‘ẐK‘VK 高!欣 近衍射极限光束质量大功率半导体激光器研究 长春理工大学 >‘Z‘Y

K‘Z‘K‘‘[ 徐刚毅 量子级联激光器中界面声子特性的研究
中国科学院上海微系统与信息技

术研究所
>‘Z‘Y

K‘ẐK‘V̂ 贾!刚 球型硅双光子响应光电探测器研究 吉林大学 >‘Z‘Y
K‘ẐK‘V[ 秦志新 肖特基型O*B’3太阳光盲紫外光探测器的研究 北京大学 >‘Z‘Y

K‘ẐK‘VW 宁永强
G&B’O#P量子阱电泵浦光子晶体 8B4 微腔激光器与输出光波导的
集成

中国科学院长春光学精密机械与

物理研究所
>‘Z‘Y

K‘ẐK‘Y‘ 江若琏 &族氮化物G&6B’Ae63太阳电池的基础研究 南京大学 >‘Z‘Y
K‘ẐK‘YV 周!嘉 超高灵敏度光致形变微梁###纳米膜气敏传感器的研究 复旦大学 >‘Z‘Z
K‘ẐK‘YY 金仲和 微"纳机械器件的辐射损伤及其机理研究 浙江大学 >‘Z‘Z

K‘Z‘K‘‘W 杨!恒 悬臂梁C质量块结构吸合时间式加速度传感器研究
中国科学院上海微系统与信息技

术研究所
>‘Z‘Z

K‘ẐK‘YZ 陈建新 基于绝缘衬底的6$B"微波双极功率器件的研究 北京工业大学 >‘Z‘Z

K‘ẐK‘Y] 程知群 新型半导体基带隙结构毫米波集成振荡器关键技术研究
中国科学院上海微系统与信息技

术研究所
>‘Z‘Z

K‘Z‘K‘A‘ 宁!瑾 6$H)>4N46器件e高A值谐振器的研究 中国科学院半导体研究所 >‘Z‘Z
K‘ẐK‘YK 陈星弼 智能功率集成电路中低压电源及小电流检测 电子科技大学 >‘Z‘Z
K‘ẐK‘Ŷ 朱长纯 新型小波变换式二氧化硫气体传感器的研究 西安交通大学 >‘Z‘Z
K‘ẐK‘Y[ 吴兴龙 硅纳米结构中蓝光发射特性与机制研究 南京大学 >‘Z‘]
K‘ẐK‘YW 苗庆海 晶体管热谱学的基础研究 山东大学 >‘Z‘]
K‘Z‘K‘AA 吕!翔 低维结构热学性质对纳米器件特性的影响 中国科学院上海技术物理研究所 >‘Z‘]
K‘ẐK‘Ẑ 戴宪起 氮化铟基化合物半导体量子结构研究 河南师范大学 >‘Z‘]
K‘ẐK‘Z‘ 陈效双 J%H(/"材料中杂质和缺陷对其结构和光电子性质的影响 中国科学院上海技术物理研究所 >‘Z‘]
K‘ẐK‘Z] 李国华 与 4&有关的半导体的光学性质研究 中国科学院半导体研究所 >‘Z‘]
K‘ẐK‘ZA 雷啸霖 二维半导体辐射激发磁输运和零电阻态 上海交通大学 >‘Z‘]
K‘ẐK‘ZV 姚江宏 半导体量子点激光材料瞬态光谱特性及超快现象研究 南开大学 >‘Z‘]
K‘ẐK‘ZY 温廷敦 介观声电转换机理 华北工学院 >‘Z‘]

K‘ẐK‘ZZ 杜小龙
;&F基稀磁半导体单晶薄膜以及稀磁"非磁"稀磁三明治结构的制备
与物性研究

中国科学院物理研究所 >‘Z‘]

K‘ZZZ‘‘] 潘必才 单晶B’3纳米管的结构和量子尺寸效应的紧束缚理论研究 中国科学技术大学 >‘Z‘]

!注$>‘Z‘A###半导体材料%>‘Z‘V###微电子学%>‘Z‘Y###半导体光电子学%>‘Z‘Z###半导体其他器件%>‘Z‘]###半导体物理
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